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CIRCUIT A REGULATEUR DE TENSION INTEGRE ET SON PROCEDE DE 

FABRICATION i 

La presente invention concerne 1 'alimentation de ^circuits 
integres et, plus particulierement, 1 ' integration d'un ou plu- ^ 
sieurs regulateurs de tension avec le circuit auquel ■ ils sont * -ft** * 
charges de fournir une tension d 1 aliment at ion. La presente & 
5 invention concerne plus precisement les regulateurs ^cbntinu- : 'J t ' 
continu lineaires. De tels regulateurs comportent essentiel- - ,& s 
lement un etage de commande et un ou plusieurs etages de ; 
puissance . 

La figure 1 represente, de fagon partielle et schema - 
10 tique, un regulateur lineaire du type auquel s' applique la pre- 
sente invention. 

Un etage de puissance 1 est constitue d'un ou plu- 
sieurs transistor MOS 2 dont une des bomes de puissance 3 
(drain ou source) est connectee a une tension continue d'alimen- 
15 tat ion Vps et dont 1' autre borne de puissance 4 (source ou 
drain) fournit la tension regulee Vdd. La grille 5 ou borne de 
commande du transistor de puissance 2 est reliee a la sortie 
d'un etage de commande 10 du regulateur. Cet etage de commande 
comprend essentiellement un comparateur 11 (COMP) d'une tension 
2 0 representative de la tension de sortie regulee Vdd par rapport a 
une tension de reference Vref . Cette tension de reference est le 
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plus souvent fournie par un circuit 12 communement appele 
"bandgap" . Dans l'exemple representee, la tension representative 
de la tension de sortie regulee est obtenue au moyen d'un pont 
diviseur resistif constitue de deux resistances Rl et R2 en 
serie entre la borne 4 et la masse GND. Enfin, un condensateur 6 
amort it les variations de la consigne fournie par le comparateur 
11 en reliant la grille 5 du transistor 2 a la masse GND. Le 
circuit 12 et le comparateur 11 sont generalement alimentes par 
la tension Vdd. Un meme etage de commande 10 peut commander 
plusieurs etages de puissance 1 participant tous a la fourniture 
de la tension Vdd (bloc 1 represents en pointilles a la figure 
1) . Tous ces etages regoivent alors le meme signal ,de commande 
CTRL de 1' etage 10. De meme, au sein d'un meme etage de 
puissance, tous les transistors regoivent le meme signal de 
commande . 

Le principe de f onctionnement d'un regulateur serie 
continu-continu est parfaitement connu de la technique. La 
notion de transistor de puissance utilisee dans la presente 
description ne se refere pas a une haute tension, mais au fait 
que 1' etage de puissance doit vehiculer un courant d 1 alimen- 
tation relativement important (generalement compris entre quel- 
ques centaines de microamperes et environ 1 ampere) . . 

Le recours a un regulateur continu-continu dans un 
circuit integre est lie a la presence d'une tension d' alimen- 
tation Vps, fournie au circuit, qui est superieure a la tension 
d' alimentation Vdd des composants internes au circuit. 

La tension regulee Vdd est destinee a alimenter dif- 
ferentes fonctions liees a 1 ' application propre au circuit 
integre. Les circuits executant ces fonctions sont generalement 
integres dans ce que l'on appelle le coeur du circuit alors que 
le regulateur, et plus precisement ses etages de puissance, 
peuvent etre integres dans ce que l ! on appelle la couronne du 
circuit integre. 

La figure 2 represente, par une vue de dessus par- 
tielle et schematique, un exemple classique de realisation d'un 
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circuit integre 20. Dans I'exemple de la figure 2, le coeur 21 
(CORE) du circuit integre les f onctions liees a 1 1 application 
ainsi que l'etage ou les etages de commande (non detailles) des 
regulateurs de tension. Les etages de puissance du ou des 
5 regulateurs de tension sont quant a eux integres dans la 
couronne 22 du circuit integre. Cette couronne entoure le coeur 
21. 

La couronne 22 comporte generalement ce que l'on 
appelle un rail 23 (RING) d' alimentation qui comprend deux 

10 conducteurs 24 et 25 vehiculant les potent iels Vps et GND 
respectivement plus positif et plus negatif d' alimentation du 
circuit integre. Le rail d 1 alimentation peut n'etre que partiel 
en peripherie ou etre dispose differemment dans le circuit 
integre (par exemple au centre) . La notion de coeur englobe, 

15 quelle qu'en soit la position, les elements integres remplissant 
les differentes f onctions liees a 1 1 application propre au 
circuit integre et alimentes par un rail de forme quelconque. 

Un exemple de circuit integre dans lequel des etages 
de puissance de regulation de tension sont disposes dans - une 

20 couronne d' entrees -sorties d'une puce de circuit integre; est 
decrit dans la demande de brevet americain n° 2002-0014914. La 
solution decrite dans ce document consiste a integrer, dans les 
emplacements de la couronne destines aux plots d' entrees-sorties 
du circuit, les etages de puissance et plus precisement les 

2 5 transistors de puissance des regulateurs. Le rail d' alimentation 

n'est quant a lui pas touche. 

Selon le type de circuit integre, 1 1 encombrement 
global de celui-ci peut etre lie soit au nombre de circuits du 
coeur, soit au nombre de plots d 1 entrees -sorties necessaires 

3 0 pour ses connexions externes . 

Dans le premier cas, on dit que le circuit est de type 
"Core Limited", ce qui signifie que sa taille est limitee par la 
surface du coeur du circuit et non par le perimetre necessaire 
pour aligner sur ses bords tous les plots d f entrees-sorties. Par 
3 5 consequent, la surface non utilisee par des plots d 1 entrees- 



1 er depot 



4 

sorties dans la couronne est recuperee pour le coeur. La reali- 
sation des blocs de puissance dans la couronne reduit d f autant 
les zones recuperees par le coeur, ce qui a pour consequence 
1 1 augmentation de la taille du circuit. 

Dans le cas contraire, lorsque la taille du produit 
est limitee par l f alignement des plots entrees- sorties et non 
par la surface du coeur, on dit qu'il est de type "Pad Limited". 
Pour un nombre de plots d 1 entrees -sorties constant, la reali- 
sation des blocs de puissance dans la couronne augmente d ! autant 
son perimetre, done la surface du circuit. 

De plus, la surface requise par 1 1 integration des 
etages de puissance necessite, comme cela est decrit dans le 
document americain cite ci-dessus, la circulation de signaux 
supplementaires qui transitent chaque fois du coeur vers la 
couronne . 

La presente invention vise a ameliorer les solutions 
connues en reduisant encore 1 1 encombrement des regulateurs de 
tension dans des circuits dont le coeur integre des fonctions 
applicatives . 

L' invention vise notamment a minimiser 1 1 encombrement 
des etages de puissance de regulation de tension dans des 
circuits integre s . 

L 1 invention vise egalement a minimiser la surface 
occupee dans la couronne du circuit integre par 1 1 integration 
des etages de puissance des regulateurs de tension. 

L 1 invention vise egalement a rendre la surface du 
circuit integre la plus independante possible de la surface des 
blocs de puissance. 

Pour atteindre ces objets et d'autres, la presente 
invention prevoit un circuit integre a regulateur continu- 
continu de tension comprenant au moins un etage de puissance 
pourvu d'au moins deux transistors et d'au moins un condensateur 
reliant une electrode de commande du transistor a un potentiel 
de reference, un meme etage de commande du regulateur fournis- 
sant un signal de commande desdits transistors, 1' etage de puis- 
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sance etant realise sous un rail de distribution de signaux 
d' alimentation du circuit integre, ledit rail distribuant au 
moins deux potentiels extremes d 1 alimentation provenant de 
l'exterieur du circuit integre et au moins un potentiel regule 
5 par ledit regulateur de tension. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ledit rail distribue en outre ledit signal de commande. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
lesdits transistors sont formes dans une zone active sous- 
10 jacente a deux conducteurs voisins de distribution d'un desdits 
potentiels extremes et dudit potentiel regule. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ledit condensateur est realise a 1 1 aplomb d 1 un condugteur 
distribuant un potentiel de reference correspondant a. ^l'un 
15 desdits potentiels extremes. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
les electrodes de commande des transistors sont constitutes de 
bandes paralleles conductrices disposees perpendiculairement^ aux 
conducteurs dudit rail. 
2 0 Selon un mode de realisation de la presente invention, 

lesdits potentiels sont distribues dans . un premier niveau de 
metallisation du circuit integre. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ledit etage de commande est realise dans un coeur du circuit 

2 5 integre, autour duquel est dispose ledit rail dans une couronne 

d 1 entrees- sorties du circuit. 

L f invention prevoit egalement un procede de realisa- 
tion d'au moins un etage de puissance d f un regulateur de tension 
constitue d'au moins deux transistors MOS et d'au moins un 

3 0 condensateur reliant une electrode de commande desdits tran- 

sistor a un potentiel de reference, caracterise en ce qu'il 
consiste a former lesdits transistors sous un rail de distri- 
bution de signaux d ! alimentation du circuit integre, dans une 
couronne d 'entrees- sorties de celui-ci, ledit rail distribuant 
3 5 au moins ledit potentiel de reference, un potentiel regule 
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fourni par lesdits etages de puissance et un potentiel d 1 alimen- 
tation de ce dernier. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ledit condensateur est forme sous ledit rail . 
5 Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que 

d'autres de la presente invention seront exposes en detail dans 
la description suivante de modes de realisation particuliers 
faite a titre non-limitatif en relation avec les figures jointes 
parmi lesquelles : 
10 les figures 1 et 2 decrites precedemment sont destinees a 

exposer l'etat de la technique et le probleme pose ; 

la figure 3 represente . le schema electrique, equivalent 
d'un rail d 1 alimentation d'un circuit integre selon la presente 
invention ; 

15 la figure 4 est une vue en perspective des niveaux 

conducteurs utilises dans un rail d* alimentation selon la 
presente invention ; 

la figure 5 est une vue de dessus de la representation 
de la figure 4 ; et 
2 0 la figure 6 est une vue en coupe du rail d'alimen- 

• Nation selon la ligne VI -VI de la figure 5. 

Les memes elements ont ete designes par les memes 
references aux differentes figures. Pour des raisons de clarte, 
seuls les elements qui sont necessaires a la comprehension de 

2 5 1' invention ont ete representes aux figures et seront decrits 

par la suite. En particulier, les fonctions mises en oeuvre par 
les circuits integres de 1 1 invention n l ont pas ete detaillees, 
celle-ci s ! appliquant quelles que soient les fonctions integrees 
dans le coeur du circuit. De plus, la realisation d'un ou 

3 0 plusieurs etages de commande des regulateurs de tension n ! a pas 

ete detaillee. Cette realisation est generalement effectuee dans 
le coeur du circuit et respecte les realisations classiques . 

Une caracteristique de la presente invention est 
d'integrer, sous le rail d' alimentation d ! une couronne de 
3 5 circuit integre, le ou les etages de puissance de regulateur de 
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tension servant a 1 'alimentation du circuit integre. Une autre 
caracteristique de la presente invention est de prevoir, dans le 
rail d 1 alimentation peripherique du circuit, au moins trois 
conducteurs distribuant respect ivement les potentiels extremes 
5 d' alimentation des regulateurs de tension (generalement, la 
masse et la tension relativement haute d 1 alimentation) et la 
tension regulee. De preference, un quatrieme conducteur dans 
lequel circule un signal de commande commun aux etages de puis- 
sance du regulateur ou au moins aux transistors d'un meme etage 

10 est egalement present dans le rail peripherique d 1 alimentation. 

La figure 3 represente, de fagon schematique, un rail 
d' alimentation 33 selon un mode de realisation prefere d f un 
circuit integre selon 1' invention. En figure 3, le v »rail 
d ! alimentation n'a ete represente que par ses conducteurs, et on 

15 a fait figurer le schema electrique des composants des etages de 
puissance integres, selon l 1 invention, sous ce rail. 

Le rail 33 distribue, comme precedemment , deux poten- 
tiels extremes (Vps et GND) d' alimentation du circuit integre 
par deux conducteurs 34 et 35. Le potent iel Vps provient de 

2 0 I'exterieur du circuit et correspond, par exemple, a la tension 
d 1 aliment at ion prelevee sur une carte de circuit imprime sur 
laquelle est monte le circuit integre. Le potentiel G3SID correspond 
general ement a la masse du circuit. Bien entendu, il s'agit de 
potentiels relatifs en ce sens que le circuit pourrait etre 

2 5 alimente par une tension negative par rapport a une masse 

ex t erne . 

Selon la presente invention, le rail 33 d' alimentation 
distribue egalement au moins la tension Vdd regulee par un 
conducteur 36 et, de preference, un signal CTRL de commande 

3 0 commun aux etages de puissance 1 du regulateur. Ce signal CTRL 

est vehicule par un quatrieme conducteur 37. 

En figure 3, deux etages de puissance 1 d'un tran- 
sistor chacun ont ete representes. On notera toutefois que, en 
pratique, un etage de puissance comporte plusieurs transistors. 
3 5 En fait, ce qui importe c'est le nombre de transistors, quel que 
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soit le nombre d' etages dans lesquels ils sont repartis. Pour 
simplifier on parlera indif feremment d'un etage de puissance ou 
un transistor. Selon 1 1 invention, le nombre d ! etages 1 (done de 
transistors) a distribuer dans le- rail d 1 alimentation depend de 
la puissance requise pour le coeur du circuit. 

Comme precedemment , chaque etage de puissance est 
constitue de transistors MOS 2 connectes entre les conducteurs 
34 et 36, et dont les electrodes de commande 5 (grille) regoi- 
vent le signal CTRL. Du point de vue schema electrique, chaque 
' transistor 2 est associe a un condensateur 6 connecte entre la 
grille 5 du transistor et la masse GND (conducteur 35) . Le 
fonctionnement des etages de . puissance d'un circuit integre 
selon 1' invention est identique au fonctionnement decrit prece- 
demment en relation avec la figure 1, a savoir que le signal 
CTRL module la tension grille- source des transistors 2 pour 
asservir la tension Vdd sur une reference predeterminee (non 
representee en figure 3) . 

Selon 1' invention, les transistors 2 et condensateurs 
6 sont disposes sous les conducteurs du rail d' alimentation. 
L 1 invention tire ainsi profit de la surface de substrat 
disponible sous ce rail pour y realiser les transistors 2 . 

La figure 4 illustre, par une vue partielle en pers- 
pective, un mode de realisation des niveaux conducteurs d'un 
rail d' alimentation d'un circuit integre selon la presente 
invention. La figure 5 represente une vue de dessus du rail 33 
de la figure 4 . La figure 6 est une vue partielle en coupe selon 
la ligne VI -VI de la figure 5. 

Selon l 1 invention, on realise a 1' aplomb de la zone 
prevue pour le rail d" alimentation 33, au moins des transistors 
2 constitutifs d f etages de puissance d'un regulateur de tension 
du circuit. Par exemple (figure 6), les transistors sont des 
transistors a canal N dont les sources et drains respectifs sont 
constitues de regions dopees N+ 61 dans un substrat 60 de type 
P. En figure 5, la zone active dans lesquelles ont ete realisees 
les regions 61 a ete designee globalement par la reference 51 
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representant la zone active des transistors du regulateur. Comme 
il ressort de cette figure, cette zone active reste contenue 
dans la largeur du rail d ! alimentation 33 et plus particu- 
lierement a 1' aplomb des conducteurs 34 et 36 distribuant les 
potentiels Vps et Vdd correspondant respect ivement aux drains et 
sources des transistors 2 . 

Apres formation des zones actives des transistors, 
1' electrode des condensateurs 6, cote masse GND, est realisee 
dans un premier niveau de silicium polycristallin designe par la 
reference PI en figure 4. Ces electrodes sont constitutes d'une 
bande 52 (figure 5) a 1 ! aplomb du conducteur 35 de masse dans la 
longueur du rail d 1 alimentation. La largeur de la bande 52 
depend du dimensionnement souhaite pour les condensateurs 6 . La 
bande 52 est pref erentiellement continue sur toute la longueur 
du rail d 1 alimentation integrant des etages de puissance 1 *selon 
1 ' invention . On prevoit , sous le rail d 1 alimentation, une zone 
pour la bande 52 et une zone pour la bande 51 de zones actives 
dans laquelle sont formes les transistors de puissance 2 . y 

Une fois I 1 electrode 52 des condensateurs realisee, on 
forme, dans un deuxieme niveau P2 de silicium polycristallin, 
les grilles 5 des transistors de puissance 2, Ces grilles sont 
constitutes de bandes conductrices 53 (figure 5) perpendicu- 
laires aux conducteurs 34 a 37 du rail et sont realisees sur une 
longueur s'etendant depuis 1 1 aplomb de la zone active 51 jusqu'a 
1' aplomb de la bande 52 pour definir la deuxieme electrode des 
condensateurs 6. De preference, le conducteur 37 vehiculant le 
signal de commande est dispose entre les conducteurs 34 et 35, 
le conducteur 35 etant realise a 1' aplomb de la bande 52 et les 
conducteurs 34 et 36 etant realises a 1' aplomb de la zone 51. 

On notera done que les trongons 53 de grille sont 
d'une longueur correspondant approximat ivement a la largeur du 
rail d 1 alimentation du circuit integre alors que les autres 
niveaux conducteurs s'etendant dans 1' autre direction (peri- 
pherie du circuit integre) sont pref erentiellement continus sur 
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toute la peripherie du circuit, bien que cela n'apparaisse pas 

aux figures 4 et 5 . 

Bien entendu, les differents niveaux conducteurs, 
qu'il s'agisse des niveaux de silicium polycristallin ou du 
niveau metallique qui seront decrits ulterieurement sont separes 
par des couches isolantes adaptees. En particulier, l'epaisseur 
de la couche isolante separant les deux niveaux de silicium 
polycristallin PI et P2 constitue le dielectrique des conden- 
sateurs 6. 

Apres depot d'un niveau isolant 64 (figure 6) sur le 
niveau P2 de silicium polycristallin, on depose un premier 
niveau de metallisation Ml • (figure ■ 4) dans - lequel sont formes 
les conducteurs 34 a 37 peripheriques du rail d' alimentation. 

Comme cela ressort plus particulierement des figures 4 
et 5, les differentes connexions entre les niveaux PI, P2 et Ml 
sont effectuees au moyen de via de raccordement traversant les 
couches isolantes correspondantes . La largeur des bandes 53 
correspond au parametre L des transistors. Des vias 41 reliant 
les niveaux PI et Ml sont prevus, au droit du rail de masse 35, 
entre les bandes 53 pour connecter 1' electrode de masse des 
condensateurs 6 . 

Des vias 42 relient le niveau Ml a la zone active 51 
au droit du conducteur 34 d'amenee du potent iel Vps, au niveau 
des drains d (figure 6) des transistors de puissance 2. Par 
consequent, les vias 42 ne sont pas realises entre chaque bande 
53 de grille mais une bande sur deux. En alternance avec les 
intervalles dans lesquels sont realises les vias 42, on realise 
des vias 43 de raccordement de la zone active 51 au niveau des 
sources s des transistors jusqu'au niveau de metallisation Ml, 
au droit du conducteur 36 de distribution de la tension regulee 
Vdd. Ainsi, comme cela ressort de la figure 6, les regions 61 
dopees N+ communes a deux transistors voisins constituent soit 
le drain soit la source des deux transistors, en alternance. 

Bien que cela n'ait pas ete represents aux figures, 
les reprises de contact du signal de commande CTRL vers le coeur 



1er depot ^ 
11 

du circuit integre pour etre connecte a I'etage de commande du 
regulateur s'effectuent dans d'autres niveaux de metallisation 
superieurs, generalement prevus pour le circuit integre. Comme 
l'illustrent les figures 4 et 5, des vias 44 relient chaque 
5 trongon 53 de grille au niveau de metallisation Ml au droit du 
conducteur 37 vehiculant le signal de commande CTRL. 

De meme, des pistes realisees dans des niveaux de 
metallisation superieurs distribuent le signal de masse GND au 
coeur du circuit et permettent de raccorder le conducteur 34 de 
10 distribution de la tension d* alimentation exteme depuis un plot 
d 1 entree -sortie du circuit integre. 

Un avantage de la presente invention est qu'elle mini- 
mise la surface occupee par un circuit integre total en permet- 
tant 1 » integration des transistors de puissance sous le .rail 
15 d* alimentation. 

Un autre avantage de 1 ? invention est qu'elle ne 
necessite aucune etape supplementaire par rapport au precede de 
fabrication habituel du circuit integre. En effet, la formation 
de transistors dans la zone active reprend des etapes classiques 
2 0 mises en oeuvre dans le coeur du circuit, de meme que les etapes 
de depot et de gravure des differents niveaux de silicium 
polycristallin et de metallisation, 

Le prix a payer pour la mise en oeuvre de 1 1 invention 
est de disposer de deux niveaux de silicium polycristallin afin 

2 5 de realiser I 1 electrode des condensateurs 6 cote masse, avant 

les grilles 5 des transistors 2* 

En variante, les condensateurs 6 peuvent etre realises 
directement dans des bandes de zones actives en utilisant des 
technologies de fabrication de condensateur semi -conducteur de 

3 0 type N. Dans ce cas, on economise un niveau de silicium 

polycristallin. 

Bien entendu, la presente invention est susceptible de 
diverses variantes et modifications qui apparaitront a l'homme 
de l'art. En particulier, les dimensions a dormer aux differents 
3 5 conducteurs, zones actives et bandes de silicium polycristallin 
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sont a la portee de l'homme du metier a partir des indications 
fonctionnelles donnees ci-dessus et de 1 'application. De prefe- 
rence, on cherchera a repartir les transistors de puissance dans 
le maximum de longueur du rail d' alimentation en fonction de la 
puissance souhaitee, plutot que d'elargir ce dernier, afin de 
minimiser 1 ' encombrement global du circuit. 

De plus, et notainment selon la puissance souhaitee, un 
circuit selon l 1 invention pourra comporter a la fois des etages 
de puissance integres sous le rail d' alimentation et des etages 
de puissance integres soit dans la couronne hors du rail comme 
cela est deer it dans la demande americaine citee precedemment , 
soit directement dans le coeur du circuit integre. 

En outre, 1 T invention est compatible avec la distri- 
bution de plusieurs niveaux de tension Vdd differents dans le 
circuit integre. En effet, il suffit pour cela de prevoir des 
longueurs discontinues de conducteurs 36 et 37 vehiculant 
respectivement les signaux de commande et la tension regulee. 
Plusieurs tensions regulees peuvent etre ainsi distribuees a 
differents endroits du circuit integre. On notera que le fait 
que le conducteur 36 soit le conducteur place le plus pres du 
coeur du circuit integre constitue un mode de realisation 
prefere car cela facilite la distribution de la tension regulee 
au coeur du circuit. 
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REVENDICATIONS 

1. Circuit integre a regulateur continu-continu de 
tension comprenant au moins ton etage de puissance (1) pourvu 
d'au moins deux transistors (2) et d'au moins un condensateur 
(6) reliant une electrode de commande (5) du transistor a un 

5 potent iel de reference (GND) , un meme etage de commande (10) du 
regulateur fournissant un signal (CTRL) de commande desdits 
transistors, caracterise en ce que l 1 etage de puissance est 
realise sous un rail (33) de distribution de signaux d' alimen- 
tation du circuit integre, ledit rail distribuant au moins deux 
10 potentiels extremes (Vps, GND) d* alimentation provenant de 
I'exterieur du circuit integre et au moins un potentiel (Vdd) 
regule par ledit regulateur de tension. 

2. Circuit selon la revendication 1, dans lequel ledit 
rail (33) distribue en outre ledit signal (CTRL) de commande. 

15 3. Circuit selon la revendication 1 ou 2, dans lequel 

lesdits transistors (2) sont formes dans une zone active^ (51) 
sous-jacente a deux conducteurs (34, 36) voisins de distribution 
d'un, desdits potentiels extremes (Vps, GND) et dudit potentiel 
regule (Vdd) . 

2 0 4. Circuit selon l'une quelconque des revendi cat ions 1 

a 3, dans lequel ledit condensateur (6) est realise a 1" aplomb 
d'un conducteur (35) distribuant un potentiel de reference 
correspondant a l ! un desdits potentiels extremes (Vps, GND) . 

5. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 
25 a 4, dans lequel les electrodes de commande (5) des transistors 

(2) sont constitutes de bandes paralleles conductrices (53) 
disposees perpendiculairement aux conducteurs (34, 35, 36, 37) 
dudit rail (33) . 

6. Circuit selon I'une quelconque des revendications 1 

3 0 a 5, dans lequel lesdits potentiels (Vps, Vdd, GND) sont 

distribues dans un premier niveau de metallisation (Ml) du 
circuit integre . 

7. Circuit selon I'une quelconque des revendications 1 
a 6, dans lequel ledit etage de commande (10) est realise dans 
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un coeur du circuit integre, autour duquel est dispose ledit 
rail (33) dans une couronne d 1 entrees- sorties du circuit. 

8. Precede de realisation d'au moins un etage de 
puissance (1) d f un regulateur de tension constitue d'au moins 
deux transistors MOS (2) et d'au moins un condensateur (6) 
reliant une electrode (5) de commande desdits transistors a un 
potentiel de reference (GND) , caracterise en ce qu 1 il consiste a 
former lesdits transistors sous un rail (33) de distribution de 
signaux d 1 alimentation <Vps, Vdd, GND) du circuit integre, dans 
une couronne d 1 entrees- sorties de celui-ci, ledit rail distri- 
buant au moins ledit potentiel de reference (GND) , un potentiel 
regule (Vdd) fourni par lesdits etages de puissance et un poten- 
tiel (Vps) d' alimentation de ce dernier. 

9. Procede selon la revendication 8, dans lequel ledit 
condensateur (6) est forme sous ledit rail (33) . 
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